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Abstract (en)
[origin: US2001043115A1] A circuit for providing a reference voltage, including a first transistor of bipolar type, the emitter of which provides the
reference voltage and the collector of which is connected to a first supply pole, a second MOS-type transistor, the drain of which is connected to

the base of the first transistor and the source of which is connected to a second supply pole, a control block, an output of which is connected to the
gate of the second transistor and an input of which is connected to the emitter of the first transistor, a capacitor connected to the output of the control
block and coupled to the first supply pole via a first impedance, and a second impedance connected on the one hand to the second transistor and on

the other hand to the connection point between the capacitor and the first impedance.

Abstract (fr)
L'invention concerne un circuit (26) de fourniture d'une tension de référence (VREF), comprenant un premier transistor (14) de type bipolaire, dont
I'émetteur fournit la tension de référence et dont le collecteur est relié a un premier pdle d'alimentation (VALIM), un deuxieme transistor (16) de
type MOS, dont le drain est relié a la base du premier transistor et dont la source est reliée a un deuxieme poéle d'alimentation (GND), un bloc de
commande (20) dont une sortie est reliée a la grille du deuxiéme transistor et dont une entrée est reliée a I'émetteur du premier transistor, une
capacité (23) connectée a la sortie du bloc de commande et couplée au premier p6le d'alimentation par I'intermédiaire d'une premiére impédance

(18), et une deuxieme impédance (28) connectée d'une part au drain du deuxiéme transistor et d'autre part au point de liaison (B) entre la capacité

et la premiére impédance. <IMAGE>
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